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(57)【要約】
【課題】厚みの増加、視野角特性および表示品位の低下
などを防止しつつタッチパネル機能に対応できる有機Ｅ
Ｌ表示装置を提供する。
【解決手段】有機ＥＬ素子34により、封止基板14側に出
力する光L1よりも弱い光L2をガラス基板12側へと出力す
る。光L2のガラス基板12の背面側での反射光L3を検出可
能な光センサを有機ＥＬ素子34のガラス基板12側に形成
する。保護用のガラス板などの追加の部材を設けること
なく、有機ＥＬ素子34からガラス基板12側へと出力した
光L2をガラス基板12の背面側で指Ｆの接触によって反射
した反射光L3を光センサで検出できる。部材の追加に伴
う厚みの増加、視野角特性および表示品位の低下などを
防止しつつ、指Ｆなどの接触を検出するタッチパネル機
能に対応できる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　透光性を有する第１基板と、
　透光性を有し、前記第１基板に対向配置された第２基板と、
　前記第１基板上に形成され、前記第２基板側に光を出力するとともに、この第２基板側
に出力する光よりも弱い光を前記第１基板側に出力可能な有機ＥＬ素子と、
　前記第１基板上でかつ前記有機ＥＬ素子の前記第１基板側に形成され、前記有機ＥＬ素
子から前記第１基板側へと出力された光の前記第１基板の背面側での反射光を検出可能な
光センサと
　を具備したことを特徴とする有機ＥＬ表示装置。
【請求項２】
　前記有機ＥＬ素子から前記第１基板側へと出力される光を前記光センサに対して遮断す
る遮光部
　を具備したことを特徴とする請求項１記載の有機ＥＬ表示装置。
【請求項３】
　前記光センサは、ＰＩＮダイオードであり、
　前記遮光部は、前記ＰＩＮダイオードの電極の一部を延設して形成されている
　ことを特徴とする請求項２記載の有機ＥＬ表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、第１基板と第２基板との間に配置された有機ＥＬ素子を備えた有機ＥＬ表示
装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、平面表示装置として、有機エレクトロルミネッセンス(ＥＬ)表示装置が注目され
ている。この有機ＥＬ表示装置は、自発光性の有機ＥＬ素子をマトリクス状に備えており
、広視野角、低消費電力で、かつ、高応答性を有しているとともに、バックライトが必要
なく、薄型化も可能であることから、その適用範囲が広がってきている。
【０００３】
　例えば、このような有機ＥＬ表示装置を、ＰＤＡ(Personal Digital Assistant)、ある
いは携帯電話などの携帯端末に用いる際には、使用者が指などで触れることでタッチパネ
ル式の入力インタフェースとして利用可能とすることが考えられる(例えば、特許文献１
参照。)。
【特許文献１】特開２００３－２９６０２２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、トップエミッション型の有機ＥＬ表示装置は、有機ＥＬ素子をマトリク
ス状に有するアレイ基板に対して表示側である封止基板を対向配置させて構成されている
ので、封止基板側に使用者が指で触れると、その触れ方が強いときに封止基板が撓んで有
機ＥＬ素子と接触し、素子欠陥を生じるおそれがある。
【０００５】
　このため、封止基板側に保護用の強化ガラスを配置して、封止基板側に強く触れた際の
素子欠陥を防止することが考えられるものの、このような構成では、強化ガラスを配置す
る分、厚みが増加してしまうとともに、強化ガラスによって視野角特性が損なわれ、かつ
、強化ガラスの背面側の位置からの表示となって表示品位が低下するなど、有機ＥＬ表示
装置としての利点を著しく損なうという問題点を有している。
【０００６】
　本発明は、このような点に鑑みなされたもので、厚みの増加、視野角特性および表示品
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位の低下などを防止しつつタッチパネル機能に対応できる有機ＥＬ表示装置を提供するこ
とを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、透光性を有する第１基板と、透光性を有し、前記第１基板に対向配置された
第２基板と、前記第１基板上に形成され、前記第２基板側に光を出力するとともに、この
第２基板側に出力する光よりも弱い光を前記第１基板側に出力可能な有機ＥＬ素子と、前
記第１基板上でかつ前記有機ＥＬ素子の前記第１基板側に形成され、前記有機ＥＬ素子か
ら前記第１基板側へと出力された光の前記第１基板の背面側での反射光を検出可能な光セ
ンサとを具備したものである。
【０００８】
　そして、有機ＥＬ素子により、第２基板側に出力する光よりも弱い光を第１基板側へと
出力し、この光の第１基板の背面側での反射光を検出可能な光センサを有機ＥＬ素子の第
１基板側に形成する。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、追加の部材などを設けることなく、有機ＥＬ素子から第１基板側へと
出力された光の第１基板の背面側での接触物の接触による反射光を光センサで検出でき、
厚みの増加、視野角特性および表示品位の低下などを防止しつつ、被検出物の接触を検出
するタッチパネル機能に対応できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下、本発明の一実施の形態の有機ＥＬ表示装置の構成を図１ないし図４を参照して説
明する。
【００１１】
　図１および図２において、11はトップエミッション型でかつアクティブマトリクス型の
有機ＥＬ表示装置を示し、この有機ＥＬ表示装置11は、透光性および絶縁性を有する第１
基板としてのガラス基板12を備え背面側をなすアレイ基板13と、透光性および絶縁性を有
しアレイ基板13に対向配置されて表面側すなわち表示面側をなす第２基板としての封止基
板14とを、接着剤により枠状に形成された図示しない接着部を介して互いに貼り合わせて
形成されている。そして、この有機ＥＬ表示装置11は、接着部によって囲まれた領域が表
示領域16となっており、この表示領域16には、例えば白色を構成する原色である赤(Ｒ)、
緑(Ｇ)および青(Ｂ)のそれぞれの色に対応した副画素SPR，SPG，SPBがマトリクス状に配
置され、これら副画素SPR，SPG，SPBで１つの画素Ｐをマトリクス状に構成しているとと
もに、これら画素Ｐのそれぞれに対応して、光センサ部17(図３)が形成されている。なお
、以下、副画素SPR，SPG，SPBの少なくともいずれか、あるいは全体を、単に副画素SPと
いうことがある。なお、図１において、アレイ基板13側は、アンダコート層および絶縁層
などの各種の層を省略している。
【００１２】
　アレイ基板13は、例えば研磨によって０．１ｍｍ程度の厚みとしたガラス基板12上に、
光センサ部17が形成され、この光センサ部17の上部に、複数の書き込み制御線である走査
線21および複数の信号線22が格子状に形成されているとともに、それぞれの走査線21に対
応して、これら走査線21に対して平行に保持容量線23、高電位電源線である電源供給線24
、センサ用制御線25，26がそれぞれ形成されている。また、走査線21と信号線22との交差
位置には、副画素SPをそれぞれ独立駆動させるスイッチング素子としての薄膜トランジス
タ(ＴＦＴ)31がそれぞれ形成されており、これら薄膜トランジスタ31に対して、保持容量
32および駆動制御素子としての駆動トランジスタ33がそれぞれ電気的に接続され、かつ、
この駆動トランジスタ33に、有機ＥＬ素子34が電気的に接続されている。
【００１３】
　走査線21および信号線22は、導電性の部材により形成され、各走査線21が走査線駆動回
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路であるゲートドライバ36に電気的に接続され、各信号線22が信号線駆動回路であるソー
スドライバ37に接続されている。
【００１４】
　薄膜トランジスタ31は、ゲート電極が走査線21に電気的に接続され、ソース電極が信号
線22に電気的に接続され、かつ、ドレイン電極が保持容量32および駆動トランジスタ33に
電気的に接続されている。そして、この薄膜トランジスタ31は、ゲートドライバ36からの
信号が走査線21を介してゲート電極に印加されることでスイッチング制御されてオンされ
る副画素SPとオフされる副画素SPとを電気的に分離するとともに、ソースドライバ37から
信号線22を介して入力されたオン副画素SPへの映像信号を保持するものである。
【００１５】
　保持容量32は、駆動トランジスタ33のゲート電位を所定時間保持するものである。
【００１６】
　駆動トランジスタ33は、薄膜トランジスタ31と同様の薄膜トランジスタであり、ゲート
電極が薄膜トランジスタ31のドレイン電極に電気的に接続され、ソース電極が電源供給線
24に電気的に接続され、かつ、ドレイン電極が有機ＥＬ素子34に電気的に接続されている
。そして、この駆動トランジスタ33は、薄膜トランジスタ31を介して供給される映像信号
に基づき、有機ＥＬ素子34に駆動電流を供給するものである。
【００１７】
　有機ＥＬ素子34は、ＯＬＥＤ(ＯＥＬＤ)などとも呼ばれるもので、副画素SPR，SPG，SP
Bに対応する有機ＥＬ素子34R，34G，34Bから構成されている。そして、これら有機ＥＬ素
子34R，34G，34Bは、有機発光層としての光活性層である有機ＥＬ層41のガラス基板12側
に、第１電極としての画素電極である反射電極42が形成されているとともに、有機ＥＬ層
41の封止基板14側に、第２電極としての対向電極である半透明電極43が形成されている。
【００１８】
　有機ＥＬ層41は、有機ＥＬ素子34R，34G，34Bに対応して、赤、緑あるいは青に発光す
る発光機能を有する有機系材料により形成された図示しない発光層と、ホール注入層、ホ
ール輸送層、ブロッキング層、電子輸送層あるいはバッファ層などの機能層とを有してい
る。
【００１９】
　反射電極42は、光反射性を有する導電部材、例えばアルミニウム(Ａｌ)などにより、有
機ＥＬ層41のガラス基板12側に隣接して島状に形成されている。
【００２０】
　また、半透明電極43は、透光性を有する導電部材、例えばマグネシウム銀(ＭｇＡｇ)な
どにより、有機ＥＬ層41の封止基板14側に隣接して形成されている。
【００２１】
　ここで、有機ＥＬ素子34は、通常のトップエミッション型の有機ＥＬ表示装置と比較し
て、半透明電極43の透過率を例えば６０％～８５％程度に低減させるように組成調整した
り、あるいは、半透明電極43の膜厚を増加させたりすることにより、光を、主として半透
明電極43を透過させて封止基板14側へと出力する(光L1)とともに、光の一部を、反射電極
42を透過させてガラス基板12側へと出力する(光L2)ように構成されている。すなわち、有
機ＥＬ素子34は、ガラス基板12側へと、封止基板14側に出力する光L1よりも弱い光L2を出
力するように構成されている。もちろん、反射電極42の膜厚を薄くするようにしてもよく
、また、封止基板14側に出射した光のこの基板界面における反射光もガラス基板12側へと
出力する光L2の一部となったり、実際には有機ＥＬ層41は図１に示すように平坦ではなく
図示しない各色の分離を兼ねたリブ内に形成されているため、凹凸形状を有することから
下面側への光放射も発生したりする。
【００２２】
　また、光センサ部17は、図１ないし図３に示すように、ガラス基板12上に、光センサ51
、センサ容量52、出力制御用スイッチング素子としての制御用薄膜トランジスタ53、増幅
部としての薄膜トランジスタであるソースフォロワアンプ54、および、プリチャージ用ス
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イッチング素子としてのプリチャージ制御用薄膜トランジスタ55を備えている。
【００２３】
　光センサ51は、例えばＰＩＮダイオードであり、図４に示すように、ガラス基板12上に
アンダコート層61が形成され、このアンダコート層61上に半導体層62が島状に形成され、
この半導体層62にｐ＋領域62a、ｐ－領域62bおよびｎ＋領域62cが図中の左右方向に並ん
で形成されてダイオードが構成されている。さらに、この半導体層62上には、第１絶縁層
63が形成され、この第１絶縁層63上のｐ－領域62bに対応する位置に電極であるゲート電
極64が形成され、このゲート電極64を覆って第２絶縁層65が形成され、第１絶縁層63と第
２絶縁層65とを貫通してコンタクトホール66，67が形成されている。そして、これらコン
タクトホール66，67は、それぞれｐ＋領域62aとｎ＋領域62cとに臨んでおり、コンタクト
ホール66に電極としての一方の電極であるアノード68が形成され、コンタクトホール67に
電極としての他方の電極であるカソード69が形成されて、それぞれｐ＋領域62aとｎ＋領
域62cとに電気的に接続されている。また、カソード69は、その一部がゲート電極64側に
延設されており、有機ＥＬ素子34からガラス基板12側へと出力された光L2を光センサ51に
対して遮断する遮光部70を形成している。
【００２４】
　さらに、光センサ51は、図３に示すように、アノード68側およびゲート電極64が副画素
SPG用の信号線22Gに電気的に接続され、カソード69側がソースフォロワアンプ54のゲート
電極に電気的に接続されている。
【００２５】
　なお、上記アンダコート層61、半導体層62、第１絶縁層63、ゲート64、第２絶縁層65、
コンタクトホール66，67、アノード68およびカソード69は、例えばそれぞれ薄膜トランジ
スタ31の対応する各構成を形成するときに同時に形成されるものである。
【００２６】
　センサ容量52は、光センサ51に対して並列に接続され、これらセンサ容量52および光セ
ンサ51は、制御用薄膜トランジスタ53およびソースフォロワアンプ54を介して、副画素SP
R用の信号線22Rに電気的に接続されているとともに、プリチャージ制御用薄膜トランジス
タ55を介して副画素SPB用の信号線22Bに電気的に接続されている。
【００２７】
　制御用薄膜トランジスタ53は、センサ用制御線25にゲート電極が接続され、副画素SPR
用の信号線22Rにドレイン電極が接続されて、センサ用制御線25に印加される信号に応じ
てオンオフされる。
【００２８】
　ソースフォロワアンプ54は、制御用薄膜トランジスタ53のソース電極にドレイン電極が
接続され、副画素SPG用の信号線22Gにソース電極が接続されている。
【００２９】
　また、プリチャージ制御薄膜トランジスタ55は、センサ用制御線26にゲート電極が接続
され、ソースフォロワアンプ54のゲート電極にソース電極が接続され、かつ、副画素SPB
用の信号線22Bにドレイン電極が接続され、センサ用制御線26に印加される信号に応じて
オンオフされる。
【００３０】
　そして、光センサ部17は、図２に示すように、プリチャージ部としてのプリチャージ回
路75、露光時間可変部としての露光時間可変回路76、制御部としての制御回路77、変換部
としてのＡ／Ｄ変換回路78、および、出力部としての出力回路79などにより制御されてい
る。
【００３１】
　プリチャージ回路75は、各ドライバ36，37による映像信号の書き込みが行われていない
水平ブランキング期間を利用して信号線22に信号を出力することで制御されている。具体
的に、プリチャージ回路75は、各画素Ｐ中の副画素SPGの信号線22Gに、光センサ部17のア
ース電位に相当する基準電圧を印加し、副画素SPBの信号線22Bに、センサ容量52にプリチ
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ャージするためのプリチャージ電圧を印加し、副画素SPRの信号線22Rに、例えば５Ｖなど
の所定の電圧を印加する。なお、プリチャージ電圧と基準電圧とは、例えば同位相で振動
している。
【００３２】
　露光時間可変回路76は、センサ用制御線25を制御して各画素Ｐに配置されたプリチャー
ジ制御用薄膜トランジスタ55のオンオフを切り換えることにより、プリチャージ回路75に
よって信号線22に出力された信号をセンサ容量52に書き込むものである。
【００３３】
　制御回路77は、センサ用制御線26を制御して各画素Ｐに配置された制御用薄膜トランジ
スタ53のオンオフを切り換えることにより、光センサ部17の出力を信号線22に取り出すも
のである。
【００３４】
　Ａ／Ｄ変換回路78は、光センサ部17が信号線22を介して出力する信号をデジタル信号に
変換するものである。
【００３５】
　出力回路79は、Ａ／Ｄ変換回路78により変換されたデジタル信号を図示しないセンサ用
ＩＣに出力するものである。
【００３６】
　そして、センサ用ＩＣは、この出力されたデジタル信号により、撮像データを得るもの
で、例えば有機ＥＬ表示装置11の外部に所定のインタフェースを介して接続されている。
また、このセンサ用ＩＣにより得られた撮像データは、図示しないメモリに格納される。
【００３７】
　一方、封止基板14は、アレイ基板13の有機ＥＬ素子34などに対して離間されて形成され
ている。また、この封止基板14の表面には、円偏光板81が貼着されている。
【００３８】
　また、接着部は、例えば光硬化部材(光硬化樹脂)などを用いて形成されている。
【００３９】
　次に、上記一実施の形態の動作を説明する。
【００４０】
　有機ＥＬ表示装置11では、図示しない外部回路からの映像信号に対応して、ゲートドラ
イバ36を介して各走査線21にゲート電圧が印加されることで、各走査線21にゲート電極が
接続された薄膜トランジスタ31がオンされ、ソースドライバ37を介して薄膜トランジスタ
31のソース電極に供給された映像信号が、薄膜トランジスタ31により駆動トランジスタ33
へと供給され、この映像信号に応じて、駆動トランジスタ33により、各有機ＥＬ素子34へ
と駆動電流が供給されて各有機ＥＬ素子34が発光する。
【００４１】
　これら有機ＥＬ素子34から出力された光L1は、半透明電極43、封止基板14および円偏光
板81を通過して表面側へと出力されて、画像信号により規定される画像が表示される。
【００４２】
　また、有機ＥＬ素子34から出力された光L2は、ガラス基板12などを通過して背面側すな
わち裏側へと出力される。
【００４３】
　この出力された光L2は、ガラス基板12の背面側に使用者が指Ｆなどを触れていたり、指
Ｆが近接したりしている場合に、この指Ｆなどにより反射されて反射光L3となる。
【００４４】
　ここで、光センサ部17では、有機ＥＬ素子34へと駆動電流が供給されていない水平ブラ
ンキング期間において、プリチャージ回路75により、信号線22Gに一定の周期で振動する
基準電圧を印加するとともに、信号線22Bに基準電圧と同位相で振動するプリチャージ電
圧を印加する。続いて、露光時間可変回路76により、センサ用制御線25にゲート電圧を印
加することでプリチャージ制御用薄膜トランジスタ55がオンされ、信号線22Bからこのプ
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リチャージ制御用薄膜トランジスタ55を介してセンサ容量52にプリチャージ電圧が印加さ
れ、所定の露光時間の間、光センサ51に入射する反射光L3の光量に応じて光センサ51にリ
ーク電流が発生し、センサ容量52の電位が変化する。
【００４５】
　そして、プリチャージ回路75により信号線22Rを例えば５Ｖにプリチャージし、制御回
路77によりセンサ用制御線26にゲート電圧を印加して制御用薄膜トランジスタ53をオンし
、ソースフォロワアンプ54を信号線22Rに導通させる。このソースフォロワアンプ54のゲ
ート電極に接続されているセンサ容量52の残存電圧に応じて信号線22Rの電圧が変化する
。
【００４６】
　この後、Ａ／Ｄ変換回路78において、信号線22Rの電圧値と所定の基準電位とを比較す
ることで、各光センサ51(各画素Ｐ)に入射した反射光L3の光量が計測され、この光量が、
Ａ／Ｄ変換回路78によりデジタル信号に変換され、出力回路79を介してセンサ用ＩＣに入
力されて撮像データとなり、このセンサ用ＩＣにて、メモリに格納されている過去の撮像
データとの差分が計算され、この差分画像を解析することにより、使用者の指Ｆが近接し
ている座標、および、指Ｆがガラス基板12に接触しているか否かを検出する。
【００４７】
　上述したように、上記一実施の形態では、有機ＥＬ素子34により、封止基板14側に出力
する光L1よりも弱い光L2をガラス基板12側へと出力し、この光L2のガラス基板12の背面側
での反射光L3を検出可能な光センサ51を有機ＥＬ素子34のガラス基板12側に形成する構成
とした。
【００４８】
　したがって、封止基板14側に指Ｆなどを接触させることでタッチパネル機能を得る場合
のように、使用者が指Ｆなどで比較的強く触れた場合でも撓んで有機ＥＬ素子34が損傷す
ることがないので、保護用のガラス板などの追加の部材を設けることなく、有機ＥＬ素子
34からガラス基板12側へと出力された光L2がガラス基板12の背面側で指Ｆなどの接触物の
接触によって反射された反射光L3を光センサ51で検出でき、部材の追加に伴う厚みの増加
、視野角特性および表示品位の低下などを防止しつつ、指Ｆなどの接触物の接触を検出す
るタッチパネル機能に対応できる。
【００４９】
　すなわち、広視野角、低消費電力で、高応答性を有し、かつ、薄型である有機ＥＬ表示
装置11の利点を生かした、タッチパネル機能対応の表示装置を得ることができる。
【００５０】
　また、有機ＥＬ素子34からガラス基板12側へと出力される光L2を光センサ51に対して遮
断する遮光部70を備えることで、光センサ51の検出が有機ＥＬ素子34からの直接の光L2に
よって阻害されることを防止でき、検出精度を向上できる。
【００５１】
　さらに、光センサ51をＰＩＮダイオードとし、この光センサ51のカソード69の一部を延
ばして遮光部70を形成することで、別個に遮光部を形成する場合と比較して、構成を簡略
化できるとともに、カソード69を製造する際に、このカソード69のパターン形状を変える
だけで遮光部70を形成できるので、遮光部70を形成する工程を別個に必要とせず、製造工
数の増加を防止できる。
【００５２】
　そして、例えば光センサを液晶表示装置に内蔵する場合には、液晶表示装置のアレイ基
板の板厚を薄くしても、液晶表示装置に必須の偏光板を介して指などを接触させなければ
ならないので、内蔵された光センサと指との距離がアレイ基板の板厚と偏光板の厚みとの
和になるため、解像度が低下するのに対して、上記のように光センサ51を有機ＥＬ表示装
置11に内蔵することにより、光センサ51と指Ｆとの距離が、ほぼアレイ基板13の厚みのみ
となるため、アレイ基板13のガラス基板12を０．１ｍｍ程度に薄板化すると、解像度の低
下が抑制され、光センサ51の数や密度を増加させることによって、例えば指紋認証などに
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【００５３】
　なお、上記一実施の形態において、有機ＥＬ素子34から出力される光L2が直接光センサ
51に入射しない構成であれば、遮光部70を設けなくてもよい。
【００５４】
　また、光センサ51としては、ＰＩＮダイオード以外でも、例えばフォトトランジスタな
ど、他の様々なものを用いることが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００５５】
【図１】本発明の一実施の形態の有機ＥＬ表示装置を示す説明断面図である。
【図２】同上有機ＥＬ表示装置を示す平面図である。
【図３】同上有機ＥＬ表示装置を示す回路図である。
【図４】同上有機ＥＬ表示装置の光センサを示す説明断面図である。
【符号の説明】
【００５６】
　11　　有機ＥＬ表示装置
　12　　第１基板としてのガラス基板
　14　　第２基板としての封止基板
　34　　有機ＥＬ素子
　51　　光センサ
　69　　電極としてのカソード
　70　　遮光部

【図１】 【図２】
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